/) THOMSON-CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS BU 104 BU 109

NPN SILICON TRANSISTOR, DIFFUSED MESA
TRANSISTOR NPN SILICIUM, MESA DIFFUSE

e
) ( VCEX { 400V BU 10ﬁ
High voltage transistors, primarly intended for use in horizon- 330v BU 109
tal deflexion output stage of black and white TV receivers fit- | 7A BU 104
] . c 10A BU 109
ted with 110 O picture tube.
Ptot 85 W
Tr stors rapides haute jon particuliérement destinés aux ) °
étages de sortie de balayage hoti | des téléviseurs noir et Rth(j<) 20c/wW
blanc 1100. 10-50 BU 104
h21E(5A){15-min BU 109
tf 1us max
I : \. J
Dissipation and g/ derating
Variation de dissipation et de |5/
100 % (" o )
! TO3(CB19)
| Boitier
75 Il \\
| P
. %%
! N
1
25— \
1
1
0 1
50 100 150 Tcase(OC)
\ case \_ J
( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION .
BU 104 BU 109
Collector-base voltage
|___Tension collecteur-base Veso 400 330 v
Collector-emitter voltage
Tension -émetteur Vceo 150 120 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VBe=—5V Veex 400 330 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 10 0 v
Collector current Ic 7 10 A
Courant collecteur tp=10ms Icm 15 15
Base current
Courant base 's 3 3 A
P dissipati
D ::im”w Tease = 25 °C Peot 85 85 w
Storage and junction temperature  max t 200 200 oc
Température de jonction et de stockage Tstg — 65 +200 — 65 +200
— J
- vormal .
J thermal
Rési thermique j L .. max Rth(j-c) 2 2 oc/w
\—

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-560-01  Telex : 610560
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BU 104 - BU 109

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES **
L SYMBOL l Min LTyp

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT BLOQUE

Max

UNIT I TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE ‘l

VCEOsus® 120 v 1g =0, Ic =50 mA
1 BU 104 VCE =400V, Vgg =—5V
lcex 1 mA BU 109 VCE =330V, Vgg =— 5V
CE BE
Iceo 05 mA Ve =250V, lg =0
IEBO 10 mA Ic=0,Vgg =10V

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT BLOQUE

25 BU 104
. ) _ _
VCEsat 2 v BU 109 Ic=7A,lg=1A
25 BU 104
- v - P
VBEsat 5 Y BU 109 Ic=7A,lg=1A
10 50 BU 104 VCE=175V,Ic=56A
h21g* 15 BU 109 Vee=16V,Ic=5A
15 BU 104
20 BU 109 Vce=4V.Ic=7A

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

T I , 10 I J MHz l IVCE=10V,IC=O,5A,f_—_10MHz I
- S— |

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION

| tf | | J 1 ‘us J ||c=5A,IB1=1A,VBEQ=-—3V T

* Pulses - Impulsions tp = 300 us, & <2%  ** Tcase = 25 OC Unless otherwise stated - Sauf indications contraires
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BU 104 - BU 109
CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE DECROISSANCE
COLLECTOR CURRENT FALL TIME TEST CIRCUIT
130 uH — +24V
. ~Y N Yo
Adjust for Ig, = 1A
4i Plgr =14
\juster pour = Adjust for | =5A
B1 100 uF dj oM
) Ajuster pour ICM =5A
BU 104 .BY191P400R-_ L
BU10s A& S=01uF  IE4TuF
5Q
O
+24V 1A
-=--0
Adjust for Vg cut-off
Ajuster pour VB £ blocage = -3 V
Leakage inductance, from secondary winding
Self de fuite vue du secondaire : 0,8 uH ~
Vg ———|]-—— - —————-——-|-—--0
3v
64 us 20 us
le
Driver transformer Transfo driver
Ferrite core : LTT ref. FN 1034 Noyau ferrite LTT réf. FN 1034
Core area : 7,7 mm2 Air-gap : 0,4 mm Section : 7x7 mm2 Entrefer : 0,4 mm
Ratio : n =7,7/1 Rapport :n = 7,7/1
Primary winding : 200 turns 28/100 Primaire : 200 tours 28/100e en 4 couches
wound on 16 mm wide in 4 layers bobiné sur 16 mm de large
Secondary winding : 26 tours 55/100 Secondaire : 26 tours 55/100e (1 couche
(wound in one layer between the two bobinée entre les 2 moitiés du primaire)
halves of the primary winding) r primaire : 4
Primary resistance : r = 45) r secondaire : 75 mS)
Secondary resistance : r = 75 m§) Self de fuite vue du secondaire : 0,8 uH
Leakage inductance, from secondary (si besoin est, ajouter une self extérieure
winding : 0,8 uH . pour avoir 0,8 uH)
(if necessary, add an external coil to
obtain 0,8 uH).
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BU 104 - BU 109

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité
Ic — .
(A} FBU 104
50
20
SNTTH, ™2
10 - KN
~ ONHOR
b N ~ %‘- N
5 N ’0+ N,
~ ey
1
N \
2 \ t
1 A
A Y
[t = 25°C )
05 L (foarﬁinuous \
| Continu \
Pulsed [ —— \
0,2 |} Enimpulsions
0,1 A ¥
\
0,05
0,02
0,01
1 2 5 10 20 50 100 200 500 Veg V)
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BU 104 - BU 109

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

(A) !
[BU 109
50
20
) N, 1)
N N2 T*.‘z»
10 N ﬁ,() x
\, ~ o\ i
AN
5 AN XN A
N 2N
\ q
2 \\\
1 \
- tease = 25°C n
[~ Continuous 2
:Cantinu \J
05 puised \ .
™ En impulsions
0.2 \\
0,1
1 2 5 10 20 50 100 200 500 Vee )
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BU 104 - BU 109

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Y%

(A)

CE
(V)

400

300

200
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-

EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

BU 104 \el.o ‘“I'\»
fss’

/%

>T120 of

A
//‘ ‘oojl""/-
A

1 g0 mA
P I

60 MA L_{mrd

40 mA

NN

AN N

N

15 =20 mA

5 Ve

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value)
Tension colle en f ion de la
résistance base-émetteur (valeur minimum)

BU 104] =

—250¢
tease = 25°C

N

V)

(mA)

40

30

20

21E

70

60

50

40

30

20

10

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

collecteur-émetteur
} BU 104

A

1000 kA
L

|

ettt //

/

€00 p2
= |
4|00 pA // \
2|OO y.A r/
I I 1g=0
0 100 200 300 Ve

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur

BU 104 Vee=1.75V

/]

|
‘casle = 1|25 °C—7/ \

/l
4 Métcase =25°C
P \

4 68

2 4
10"

68

2
100

68
IC(A)



TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

(A) ! I
BU 109 \Ia0 I

120 =
Pas eNlns

100

\
\WAY

%8
3 p// . 60 mA
/|
/

\

N
AVAN

/4 R

0O o04 08 12 16 2 Veetv)

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value)
Tension colle en f ion de la
résistance base-émetteur (valeur minimum)

CE’ r
V{BU 109

420

260

180 N\

100
2 5 ,2 5

2 5 2
10" 10 1037 10" Rge (@

{mA)

30

20

10

ha1e

80

20

BU 104 - BU 109

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

BU 109 1 ’
=L
T |
1000 B2
pmet="1 I
gy
o0 sr A /
ALO uL/
p—
200 uA
| [ [ le=®

160 200 Vie(v)

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur

BU 109 Ve =15V
]
& ™N
ARIIN
&(?& \

y
U
//
7
2 4 68 2 4 68 2 4 68
102 10" 10° icA)
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BU 104 - BU 109

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
g émetteur -
(mA) : rBU 104 Vce=1-75V %/
4
2
, tease = 125°C— /'—"case =25°C
10 1
8
6 /
. /
) /
: 1]
10 111
YAl
L
2
100
0 - 04 0,8 1.2 1.6 Vge V)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Te»siqnde i en
VeEsat ; T du -
W stle 44
stls.
.|BU 104
2 y
0 )/
10 o A7
/Y
‘ / 1/
d /
2 c <
l—r125°C A%
tcase a&°/
107" el I
K 4 68 2 4 68
10 10 e (A)
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

lc base-émetteur
(A): _VCE =175V
BU 104
4 4
) 74
g/f
10° YL fo
'8 U &
6 g I
/A
4
AR
-1
107
6
a
2
102
0 0,4 0,8 1,2 1,6 Vge (V)
BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en
v f du courant
BEsat [
V) 8FC _q0
et's
BU 104
a
2
A
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0 225°¢ g%
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b1 e
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

VeEsat
)

10"
1

BASE CURRENT VE R§US BASE-EMITTER
VOLTAGE

Courant base en fonction de la tension base-
émetteur
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COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT :
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f ion du

T

e
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VBEsat
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BU 104 - BU 109

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension

base-émetteur

CE =15 V- ~

BU 109_1 oL
7

356 &

[
[

Vge (V)

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation base-émetteur en
fonction du e

e _ 10
"B
|BU 109

\\
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BU 104 - BU 109

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

-

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT . )
Capacité de sortie en fonction de la f de en du
Coop  tension collecteur-base courant collecteur
- T T 1T
oF) g fcase <25°C (MH:)r Ve =10V
6 Tease 25 °C _|
! [
| !
. : -
4 16 — ! ! |
i |
——~% ‘
2 (%
: 7, .
\% 14 i \3\ i
3 I
102 o0 ! \
8 % - = AN
~— . )
™ 12 | :
: |
j i :
10— : '
2 1 ) ‘I\
I H
i | ‘ i
. 1
10! 2 9 | | I L l |
2 4 6 g 10 1 2 3 4 5 6 78
10! VegV) 10 Ic(A)
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la ique en
régime d’impulsions
“HTLT] = a I =
) =05 il - s s =05 T 1 v
T =TV —ly - 4V
o AN oI s1Pe
LAY BT
"‘/rl RS A | oa // /
b Za 5 Z
2 4 2 A4
| fosA NS4
g ° /
-1 B 7 -1 o /’/
107 F— o~ BU 104 10 BU 109
8 .t 4 8
5§ =2 5 .
6 T 4 6 =
a Zin=KRy | o Z, =KRy,
’ !J | ’ !J
102 a1 102 L L
2 5 ,2 5 .2 5 ,2 5 2 2 5 4,2 5 .2 5 ,2 5 .2
105 T10¢ 103" 71027 T107!" tp(sec) 105 104 103" 102 10717 tplsec)
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/) THOMSON-CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS BUT104 D BUT09D

NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA
TRANSISTORS SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE

( ) ( )
High voltag i with integrated d diode, primarly v { 400 V BU 104 D
intended for use in horizontal deflexion output stage of black CEX 330V BU10SD
and white TV receivers fitted with 110 © picture tube. { 7A BU 104 D

diode da lc 10A . . BU109D
Tr 2 pides haute. jon avec dio mper intégrée, .

particuliérement destinés aux étages de sortie de balayage ho- Pot (25°C) sw

rizontal des téléviseurs noir et blanc 110 ©. Rehij-c) 20Cc/W

tf(5A) <08us

\_ Y,

Dissipation and Is/B derating
Variation de dissipation et de 15/g

. 100 % r j
\ ’ Coe  r03(cB19)
\ -_..._.____'__' Boitier

75

L |

Y

be e e e e e - - & 4
50 100 160  Tcagel®C) J

N

( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

BU 104 D BU 109 D
VCeo 150 120 \Z

Collector-emitter voltage

Tension

Collector-emitter voltage

Tension

Emitter-base voltage

Tension émetteur-base

Collector current e 7 10

Courant collecteur tp=1ms Icm 15 15

Base current

Courant base s ! 's

Mean forward diode current

Courant moyen de la diode

Repetitive peak forward diode current
Courant de pointe répétitif

Po issipation

D ‘:l::‘; ssance Tease 25 °C Prot 85 85

Storage and junction temperature max Y . 200 200

LT P de jonction et de k ) Tstg — 55 + 200 — 55 + 200

VBe=-5V VCEX 400 330 \%

<
m
@
o
~
~
<

tp=100us IFRM 10 10

Sl=sl»|>»|»]| »

)

& ion to case i thermal resi
. . [
2 thermique j boitier du 7 Rih(jc) 2 2 cw I
Junction to case diode thermal resistance

\\2 ique jonction boitier de la diods . Rih(j<) 8 8 oc/w ’

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 Janvier 1980 1/8
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 3
Téi: (1) 78850-01 Telex : 610560 (A 'g@&%@‘gﬁ% L]




BU104D -8BU 109D

[ J——

STATIC CHARACTERISTICS T 25 0C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES %€ (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure min P | max
Collector-base cut-off current iB =0 All types
! 0.5 A
Courant résiduel collecteur-base VCE = 250V Tous types cBo m
VBE = ~5V 51040 1
Collector-emitter cut-off current VCe = 400V 0 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur VBE= -5V BU 109D CEX 1
VCe = 330V
Emitter-base cut-off current ic =0 All types
| 100 A
Courant résiduel émetteur-base VEB = 5V Tous types EBO m
VCE = 150V g 104D 1
Collector-emitter cut-off current B8 =0 IcEO mA
Courant résiduel collecteur-émetteur =
VCE = 120V 109 1
I 0
VCE = 25V g 104D 7
Static forward current transfer ratio Ic =7A ho1e*
Valeur statique du rapport de transfert VGE = 2V 7
direct du courant Ic =7A BU 109D
Ic =7A
D 25
Collector-emitter saturation voltage g =1A BU 104 VCEsa t*
Tension de saturation collecteur-émetteur Ic =7A . v
BU 109 D 2
B = 1A
Base-emitter saturation voltage Ic =7A All types Vagsad | 2 v
Tension de saturation base-émetteur g =1A Tous types sat
Diode forward voltage Ic =5A VE 2 v
Tension directe de /a diode Ic T 7A 24

*pulsed

. .t =300us § <2%
'impulsions P

2/8
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BU104D —-BU109D

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )

Test conditions min| typ | max
Conditions de mesure P
o VCg = 10V
Transition frequency Ic =05A fr 10 MHz
Fréquence de transition f - 16 MHz
) Ic =5A
Fall time ) Figure 1 g1 =1A tf 0.8 us
Temps de décroissance VBe2=-3V

Maximum junction temperature calculation under operating conditions

Tjmax = Tcase + A Tj1 +ATj2

A Tj1 :rise temperature due to transistor mode operating. AT“ is calculated knowing the transistor power dissipation
and Rp(jc) 1=29C/W .

A Tj2 : rise temperature due to diode mode operation. A Tj2 is calculated knowing the diode power dissipation
and Rih(jc) 2 = 8 9C/W

Détermination de la température_maximale de jonction atteinte en fonctionnement

Tjmax = Tcase + A Tj1 + A Tj2

A Tjyp : élévation de temp e due au foncti en transistor. A Tj1 se calcule & partir de la puissance
dissipée en foncti ment transistor avec Rtp(jc) 1 = 2 OC/W

A T2 : élévation de temp ¢ due au foncti en diode. A Tj2 se calcule a partir de la puissance
dissipée en fe i diode avec Rtn(jc) 2= 8 9°C/W

3/8



BU104D -—-BU109D

FIGURE 1

COLLECTOR CURRENT FALL TIME TEST CIRCUIT
CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE DECROISSANCE

-

Adjust for Igy =1 A M rmR—o

Ajuster pour (g =1 A 100 uF
u

Adjust for IcM=5A
Ajuster pour Icy=5A

TUT = 0,1 uF - 4,7 uF

58

o]
Adjust for Vgg cut-off  _ 3v
+ 24 V Ajuster pour Vgg blocage
[
-t ——————-]-—-0
3V
64 us 20 us
[

DRIVER TRANSFORMER TRANSFORMATEUR DRIVER
Ferrite core LTT FN 1034 Noyau ferrite LTT FN 1034
Area 7 x 7 mm?2, air gap 0,4 mm, ratio n = 7,7/1 Section 7 x 7 mm2, entrefer 0,4 mm, rapportn = 7,7/1
Primary 200 turns 28/100 (4 layers of 16 mm) Primaire : 200 tours 28/100 en 4 couches de 16 mm
Secondary 26 turns 55/100. One layer within the two Secondaire : 26 tours 55/100. Une couche entre les deux
sections of primary . moitiés du primaire.
R primary 4 ) — R secondary 75'mQ R primaire 4 S — R secondaire 75 m§Y -
Leakage inductance referred to secondary 0,8 uH Inductance de fuite ramenée au secondaire 0,8 uH
(If necessary, add an external coil to obtain 0,8 uH). (Si bésoin est, ajouter une self extérieure pour avoir 0,8 uH).

4/8
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BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE

VERSUS COLLESTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en fonc-

tion du courant collecteur

VBBt
W) o
'c / 'B =5
1.5 7
14
/
/
1 <
P
q_‘o°c‘.// k
TP
%)
et ]
-
0,5
'0_1 2 4 6 ]00 4 Ic(A)
BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en fonc-
tion du courant collecteur
VBEsat +
(v)|BU 109D
Ic/lB=§
1
15 A
i
!
7]
[
V/
1
(o
7_‘300 o
o5 -
ol
L—1 - L
{7 T
05 k=~ |
2 4 6 8 2 4 6 8
Ic(A)

101

BU104D —-BU109D

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOL-
TAGE VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de é en
fonction du e
VCEsat 1
{v) {BU104D
-‘C/ 'B =5 :
15 :
1
1
05 4
g‘.aoc’ A
Ry 1500 | | ]
= X 258 L 14
T
o 2 4 68100 2 4 6 ic(A)

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOL-
TAGE VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de en
fometion du »
VCEsat T
(v [BU 1090
Ic/1g =5
1 4
1
!
L
i
]
0,5 - +
S L
&
Fr XS
G L]
4 $.
L2 A A&
1]
2 4 68 4 68
101 100 Ic(A)
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8U104D -BU109D

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 33i§rgg§RENT VERSUS BASE-EMITTER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 3
Valeur statique du rapport de transfert direct du Courant base en fonction de la tension base-
courant en f ion du e émetteur
h21E T ] T T T T T
2 BU 104D BU 109D (mABﬁ-BU 104D BU 109D
90}VCE =5V sl VCE=5V
(=~ be
80 “ ;\ a /’
’
’ \
70 79 L} /A ‘
) A} 2 I/
) 4
60 7 & N /
7 &(? Yy \\
50 4 \ 102
. ) 8
YV
z [,, N
40 7 l\c?', \ 6
30f l/ \ s
0l \
> 2
10 -
101 _ .
wt o e Tt N 07 0809 1 11 12 VgV ’
BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS
COLLECTOR CURRENT
Terision base-ématteur en fonction du
courant collecteur -
\ T La—
& [8UT040 "BU 10D .
"VCE=5V t
1
15 -
A
y
¢
: /
y
Vi
//,
o T
'\'case‘2 1 . [
oC 7
el
05 k-"1" T I
2 4 6 100 4 6 iclA)
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BU104D -BU 109D

-

RELATIVE VARIATION OF t; TIME VERSUS DIODE FORWARD VOLTAGE DROP Vg
JUNCTION TEMPERATURE VERSUS FORWARD CURRENT I
Variation relative du temps tg en fonction de la Chute de tension directe V ¢ de la diode en fonc-
temperature tion du courant direct l,.-
'
17 (25 °C) (k’ 'BU104D BU 109D " .
" {Tcase 25 °C +8- 4
1/
/ 8 WA
14y
1
6 ‘é’ 1/ Ke)
&Yl
2 A Sy &
I/ /i€
!
4 / ;
// 2 /
L
e 4
1 = 0 Z
0 20 4 60 80 100 T;(°C) ) 1 2 VE(V)

TRANSIENT  THERMAL  RESISTANCE
DERATING FACTOR UNDER PULSES
CONDITIONS

Facteur de réduction de la résistance thermi-
que en régime d‘impulsions

I AT

T

T
R
e
"
LY
N
TN\
N\
i

1
2= % _ S .-
%
hﬁ]‘/’/
et
101 1A s o i
7 Q
6f-4-- O | A} {-1- -
0(\ - - —de g —t
5 '(06‘
4y<. N . |z =K x By
3 T L
21 - Py P -4 = I I I l -]
T

102 101 100 107 102 103 tp (ms)
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BU104D-BU 109D

SAFE OPERATING AREA

AIRE DE SECURITE
Ic
(A),
6
5 -
4
3
2 7,
%
53 ‘1‘?%
BU 109D N\ z,
107 jrmmpemet R | NC I
— y N N0, t
: BU 104D N ”, \
6
5 N 1
4 N \ 1
)\
s \\
VN
2 \ \ \
\C YR
1
VTS
. 100 \ \ 1
‘. 8 \ 1
7 I
‘ L]
e 1
] H
NI
a » ‘ “
3
\
? v
\
\
101 \—\
8 \
:
s \
ab Tcase 25°C
3 DC operation
Régime continu a [a]
b ——— Single pulsed § | | §
- Mono impulsion g | g
100 2 3 4 56784g] 2 3 4 58678902 2 3 4 567
VcEe (V)
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> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS BU1T104 DP BU1T09S DP

NPN SILICON TRANSISTORS, TRIPLE DIFFUSED MESA
TRANSISTORS SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE

-

(High voltage transistors with integrated damper diode, pvimulyX (
i ded for use in hori | deflexi put stage of black and VCEX 400 V BU 104 DP
white TV recsivers fitted with 110 O picture tube. ¢ 330V BU 109 DP
7A BU 104 DP
Transistors rapides haute tension avec diode damper intégrée, lc 10A BU 109 DP
particuliérement destinés aux étages de sortie de balayage hori- Pec (250C) 5OW ' :
zontal des téléviseurs noir et blanc 1100, tot :
Reh(jc) 250°C/W
te(5A) <08us
Dissipation and Ig/g derating
Variation de dissipation et de Is/g & J
100 %
N ( )
158
75 ! \ p ) TO 220 AB(CB 117)
t N.&, Boitier
| \ N
' 2
50 \&
|
25 : \
1
0 v & c
50 100 150 Tgasel©C) J .
\ : — /
(" ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
BU 104 DP w_m'op
Collector-emitter voitage
Tension colle Vceo 150 120 v
Collector-emitter vol
Fonore oftage Vge=-56V VCEX 400 330 v
Emitter-base voltage i
Tension émetteur-base Veso 7 ’ v
Collector current | 7 10
Cc
Courant collecteur tp=1ms icm 15 15 A
ase current
Courant base 's 3 A
Mean forward diode current .
Courant moyen de la diode lo 35 5 A
Repetitive peak forward diode current
Courant de pointe répétitif de Ia diode P = 100 K 'FRM 10 0 A
B ——— -
Tower df“";'“". Tcase 25 °C Prot 50 50 w
| Storage and junction temperature max ] 150 150 oc
Température de jontion et de stockage ) Tstg — 55 + 150 — 55+ 150
¢/~ Junction to case istor thermal
Rési ique jonction boitier du max Rth(j<) 25 25 cw '
Junction to case diode thermal resistance R 9 )
\_ Rési hermique jonction boitier de la diode " thijc) ° ocw
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 Janvier 1980 1/8
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 7.\ THOMSON-CSF 457
Tél : (1) 788-50-01 Telex :610560‘ (2 COMPOSANTS .




BU 104 DP — BU 109 DP

STATIC CHARACTERISTICS

(Unless otherwise stated)

Tcase = 25 °C
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure min | typ | max
Collector-base cut-off current Ig =0 All types | 05 mA
Courant résiduel collecteur-base VCE = 250V  Tous types CBO g
VBE = -5V g 104 0P 1
Collector-emitter cut-off current VCE = 400V IcEX mA
c résiduel collecteur émetteur VBE = -5V o100 0P 1
VCE = 330V
Emitter-base cut-off current Iic =0 All types
Courant résiduel émetteur-base Ve = 6V Tous types 'eso 100 mA
VCE = 150V g) 104 DP 1
Collector-emitter cut-off current I8 =0 IcEO mA
o VCE = 120V g 100 pP 1
B =0
VCE = 25V g 104 pp 7
Static forward current transfer ratio Ilc =7A ho1 £
Valeur statique du rapport de transfert VCE = 2V 21E 7
direct du courant Ic =7A BU 109 DP
Ic =7A
2,
Collector-emitter saturation voltage g =1A Bu 104 OP VCEsat* 5
Tension de saturation collecteur-émetteur | = 7A v
¢ 8U 109 DP 2
IB =1A
Base-emitter saturation voltage Ic =7A All types v * 2 v
Tension de saturation base-6metteur I8 = 1A Tous types BEsat
Diode forward voltage lc =5A vet 2 v
Tension directe de la diode Ic T 7A 24

*pulsed

t =300us & <2%
*impulsions P ks
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BU 104 DP — BU 109 DP

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )

Test conditions min| typ | max
Conditions de mesure
N Vce = 10V
Transition frequency ic =05A fr 10 MHz
Fréquence de transition f = 16 MHz
) Ic =5A
Fall time Figure 1 gt =1A t 08| s
Temps de décroissance VBg2=-3V

Maximum junction temperature under operating conditions

Tjmax = Tcase + ATj1 +ATj2 .

A Tj1 : rise temperature due to transistor mode operating. ATj1 is calculated knowing the transi power dissipation
and Rih(jc) 1= 2,56 OC/W.

A Tj : rise temperature due to diode mode operation. A Tj2 is calculated knowing the diode power dissipation
and Rth(jc) 2 =9 °C/W

Détermination de la

pérature imale de j jon atteinte en fonctionnement

T/'max=T¢m+ATﬂ+AT/2

A Tjy : élévation de température due au ft j en transistor. A Tj1 se calcule a partir de la puissance
dissipée en foncti transistor avec Rep(j.c) 1= 2,5 OC/W.

A Tj2 : élévation de temp e due au foncti en diode. A T;2 se calcule & partir de la puissance
dissipée en fonctit diode avec Rip(jc) 2 =9 OC/W.
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BU 104 DP — BU 109 DP

FIGURE 1

COLLECTOR CURRENT FALL TIME TEST CIRCUIT
CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE DECROISSANCE

Adjust for Igg =1 A

+24v

Ajuster pour Igy=1 A

T — TR —o

Adjust for icM=5A
Ajuster pour Icp =5 A
0,1 uF

= 4,7 uF

—O
Adjust for VBE cutoff  _ 3v
+ 24V Ajuster pour VgEg blocage
During the test, the device should be moun-
ted on a copper heatsink
Pour la mesure, le transistor doit étre monté 1A
sur un radiateur en cuivre ——=0
50 x 50 x 4
S
VBE = ——=|—=— -5 ————]--~-}]-—-0
3v
64 us 20 us
T
DRIVER TRANSFORMER TRANSFORMATEUR DRIVER
Ferrite core LTT FN 1034 Noyau ferrite LTT FN 1034
Area 7 x 7 mm2, air gap 0,4 mm, ratio n = 7,7/1 Section 7 x 7 mmZ, entrefer 0,4 mm, rapportn = 7,7/1

Primary 200 turns 28/100 (4 layers of 16 mm)
Secondary 26 turns 55/100. One layer within the two
sections of primary

R primary 4 £ — R secondary 75 m{

Leakage inductance referred to secondary 0,8 uH

(f necessary, add an external coil to obtain 0,8 uH).

4/8
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Primaire : 200 tours 28/100 en 4 couches de 16 mm
Secondaire : 26 tours 55/100. Une couche entre les deux
moitiés du primaire. 7

R primaire 4 2 — R secondaire 75 mS) B

Inductance de fuite ramenée au secondaire 0,8 puH

(Si besoin est, ajouter une self extérieure pour avoir 0,8 uH).



BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE

BU 104 DP — BU 109 DP

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOL-

TAGE VERSUS COLLECTOR CURRENT

en

VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en fonc- Tension de
tion du courant collecteur du
VBEsat VCEsat T
w) BU 104 DP (v) }|8uU 104 DP
|c / IB =5 $
15 ! lc/lg=5 :
[
L 1,5
L]
Vi 4
' - ;
1 N
1 4 I
7 /i
17 4
e a 05 4
- 4
> 99,00 . gsoc (P4
- —
1 o S ZA NN
- = @t —}
05 | |
101 2 4 6 100 2 4 Ic(A) 101 2 4 6 8100 2 4 6 g(A)
BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOL-
VERSUS COLLECTOR CURRENT | : TAGE VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en fonc- Tension de i lhe en
tion du courant collecteur . jon du e
VBEsat r VCEsat T
v) | BU 109 DP () | BU 109 D:] .
Ic/lg=5 el =
1 1
15 /
L
) !
U
/
// 4|
" 05 +
L &/
NV
7
v & |
2%°0 1= «é;%ﬁ{o )
o b7 &
oC L < AL
L— _ 4 95 +
I= O ‘ zl.'_-
05 k- al X L1l
6 8 4 6
101 100 Ic(A) 101 100 Ic(A)
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BU 104 DP — BU 109 DP

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
E

RATIO VERSUS COELECTOR CURRENT VOLTAG
Valeur statique du rapport de transfert direct du Courant base en fonction de Ia tension base-
courant en f ion du " émetteur
h ———r | — ———r
21€ 50104 DP_BU 100 DP (m:p,su 104 DP [BU 109 DP
90 VCE =5V sl VCE=5V
=< b
80 \\ 4 /'
’ i\ {’
70 7S A R //’
;& N 2 '
60 7 & T v /
«S AN
50 e \ 102 © 7 s
7> s v/
40 7 «(:‘? X 6 &
7 A& /L
30 4 ;“?
20/ RAVZ/K
a 2
10 3 /
10!
101 2 4.6 8100 2 48 7c(A) 07 0809 1 11 12 Vgg(V)
BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS
COLLECTOR CURRENT
Tension base-émetteur en fonction du
courant collecteur
V| — ——
vy [BU 704 0 8U 108 P .
FVCE=5V "
15
A
l -
T
‘ ] N
#
| / .
y
Wi
oC //{, ’
5
it S
5°C L
T
05 k="~ T
2 4 100 4 [: IC(A)
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RELATIVE VARIATION OF t; TIME VERSUS
JUNCTION TEMPERATURE

Varistion relative du temps tg en fonction de la
temperature

JL
tf (25 °C)

\ /W/

0 20 4

60 80 100 Tj(°C)

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE
DERATING FACTOR UNDER PULSES
CONDITIONS

Facteur de réduction de la résistance thermi-
que en régime d‘impulsions

114
B= B
| |E

i

1
DA

NUAL

N7

l

|

L

|

.
T
i

1\

]

101

- JEO0 ) U .

Zin =K x Rep ™~

W b ON®D

3 -

5=1p/T (TR

‘1(;3 tp‘ (ms)

102 101 100 101 102

'r [0 104 DP - BU 109 DP ”/| ,
(AN T case 25 OC ©
' /f’
8 B
14
1
o' Y /.,
6 ] §
e
b" Y x
[J
4— e
. //
0 il
1 2 VE(V)

BU 104 DP —- BU 109 DP

DIODE FORWARD VOLTAGE DROP Vg
VERSUS FORWARD CURRENT |

Chute de tension directe V ¢ de la diode en fonc-
tion du courant direct | ¢
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BU 104 DP - BU 109 DP

SAFE OPERATING AREA

AIRE DE SECURITE
-
T T T~ T IT
lcr 1 Tcase 25°C B} -H
A, DC operation F:
M Régime continu 1]
o T T O I I S I I Pulsed operation
a Régime impulsionnel| T
3
2
S
b .
: AN NG,
g W2, o, |
101 |—BU 109 0P S T R v | | %)
s|— BU 104 DP > N y—
7 Y \ T
6 . —
5 -
4 A ‘y
N \ \ \
: N \ \
n
[\
2 \ N \ )
A\ "
v T
\WASITE
100 AV X b
AY ) I}
s \ N
7 T }
6 \ AL
s . ‘!
4 t
Iy
: |
N \
2 [}
\ I
[\
[y
101 Y
8
? \
6
5
4
’ 8l
o
2 .8- =3
e
33
102
2 3 4 5698 2 3 4 5678 2 3 4 567
100 10! 102 VCE (V)
8/8
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> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS

BU104 P-BU1T09 P

NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE

-

4 —N\ R
High voltage transistors, primarly i ded for use in hor |
deflexion output stage of black and white TV receivers fitted VeEX { g" BU 104 P
with 110 © picture tube. vV BulgP
Ic { 7A BU 104 P
Transi: pides haute particuliérement destinés aux 10A BU109P
étages de sortie de balayage hori; | des télé noir et Prot 50 W
blanc 1100,
Rth(j<) 2,50C/W
ts(5A) < 1ps
. J
Maximum power dissipation and Ig/g
Dissipation de pui: le et de Is/B
100 % (e )
| ” T0 220 AB (CB 117)
75 | \ , Boitier
" N 6',0
50 : 2
1 \9-
LN
25
8
0 Ce
60 100 150 Tcase(©C) J \_ J
(" ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION .
BU 104 P BU 109P
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Vceo 400 330 v
Coli i ol
nn:[;t:r-omltm Ve o tage Veeo 150 120 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VBE=-5V Veex 400 330 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 7 ’ v
Collector current ic 7 10 A
Courant collecteur tp=1ms icm 15 15
Base current | 3 A ~
Courant base. 8
Power dissipation
Dissipation de puissance Tease 25 °C Prot 50 50 w
Storage and junction temperature max t 150 150 oc
Temp de j et de Tstg —55+150 —56 +150
\— Y,
—
Juncti thermal
Rési hermigque j boitier max Rth(j<) 25 2,5 oc/w
\_ .

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560

Janvier 1980 1/7
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BU104P-BU 109 P

STATIC CHARACTERIS‘}ICS

(Unless otherwise stated)

Tcase = 25°C
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions
Conditions de mesure min | typ| max
Collector-base cut-off current I8 =0 All types
Courant résiduel collecteur-base VCg = 250V Tous types Iceo 05 mA
VBE = =5V
Collector-emitter cut-off current VCE = 400V BU104P Icex ! mA
Courant résiduel collecteur-émetteur =
VBE = —5V gy109p ICEX 1| mA
VCeg = 330V
Emitter-base cut-off current Ic 0 All types . 5 mA
Courant résiduel émetteur-base VEg = 7V Tous types EBO .
g =0 »
BU 104P VcE 150 v
Collector-emitter breakdown voltage Ic = 50mA CEOsus
Tension de claquage collecteur-émetteur | =0
B
109 P V| . 120 \
Ic 50ma BY 109 CEOsus
VCe = L5V gy q04p h21E" 10
Ic = 5A .
Static forward current transfert ratio VCE = 4V *
h: 15
Valeur statique du rapport de transfert Ic =7A BU104P 21E
direct du courant VCE = 15V BU 109 P ho1e* 15
Ic = 5A
VCE = 4V .
lc =7a BU109P h21e 20
Ic =7A  gyioap VCEsat* 25| v
Collector-emitter saturation voltage Ig = 1A
Tension de saturation collecteur-émetteur ) - 7A
c = BU 109 P VCEsat* 2 \Y
g =1A
Base-emitter saturation voltage Ic =7A All types VBEsat* 2 v
Tension de saturation base-émetteur g = 1A Tous types

* Pulsed

Impulsions tp= 300us §< 2%

2/7
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

BU104P - BU 109 P

typ max

Transition frequency Vcg = 10V fr 10 Mz
Fréquence de transition Ic = 05A

f = 1QMHz
Fall time Ic : ?: . , e
Temps de décroissance Figure 1 181 f

VBE2= — 3v

3/7
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BU 104 P-BU 109 P

FIGURE 1

COLLECTOR CURRENT FALL TIME TEST CIRCUIT
CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE DECROISSANCE

-

Adiust for gy =1 A e —TR—o
Ajuster pour Ig;=1A -
100 uF
Adjust for Icm=5A
Ajuster pour Icpm=5 A
BY 212-400 R ¢
3 TUT o 0,1 uF = 4,7 uF
—O0
Adjust for Vg cut-off ——3v
+24V Ajuster pour Vg blocage ~
Leakage inductance, from secondary winding
During the test, the device should be moun- Self de fuite du secondaire : 0,8 uH
ted on a copper heatsink 'B B
Pour la mesure, le transistor doit étre monté 1A
sur un radiateur en cuive 4V ____ _] ———0
50 x 50 x 4
~
Vg ———|-—— -t—-——-|---]-—-0
3v
L 64 us 20 us
le

DRIVER TRANSFORMER T

Ferrite core LTT FN 1034
Area 7 x 7 mm?2, air gap 0,4 mm, ratio n = 7,7/1

Primary 200 turns 28/100 (4 layers of 16 mm)
Secondary 26 turns 55/100. One layer within the two
section of primary.

R primary 4 2 — R secondary 75 m§2

Leakage inductance referred to secondary 0,8 uH

(If necessary, add an externanl coil to obtain 0,8 uH).

4/7
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TRANSFORMATEUR DRIVER T

Noyau ferrite LTT FN 1034
Section 7 x 7 mmZ, entrefer 0,4 mm, rapportn = 7,7/1

Primaire : 200 tours 28/100 en 4 couches de 16 mm
Secondaire : 26 tours 55/100. Une couche entre les deux
moitiés du primaire. .
R primaire 4 2 — R secondaire 75 m§

" Inductance de fuite ramenée au secondaire 0,8 uH
(Si besoin est, ajouter une self extérieure pour avoir 0,8 uH).



BU 104 P -BU 109 P

SAFE OPERATING AREA

- AIRE DE SECURITE
| FIGURE 2 )
c -
W, Tease 25°C
6 DC operation
s Régime continu
4 — — — — Single pulsed
Mono impulsion
3 [
2
%
\ \~( ', [}
+|__Bu1oap N e
10 +—F 4--4 \’3 i
sl—BU 104P < 2 T
4 AN - 1L
N A '
5 N\ v
! N ¥ \ :
3 N \ 3 3y
\ \
N "
2 N AN
\\ \ R
SRR
100 ] :
AY i
: \ \ |:
6 1~
u t
s V[
4 +
s L
T .
MR
2 ¥
N
'\
R
10-1 \' \
8 AY
: \
[
4
3
2 Qia
8|3
2 -g g
10 2 3 4 5678 2 3 4 5678 2 3 4 567
100 101 102 VCE (V)
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BU 104 P - BU 109 P

FIGURE 3

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
d

en fe je
h21E [BU 104 P VCE = 1,75V
70 ! ! ! //-
Tcase = 125°C—; \
60 7 \
50 L/ \
w AN
4 ,4 Tcase = 25°C

30 7 A \
20 H
10

(]

]
(mA‘) Vce

102

6/7
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04 06 08 1

2 68 4 68 4 68
UEA D B AP
FIGURE S

BASE CURRENT VERSUS BASE—-EMITTER
VOLTAGE

Courant de base en fonction de la tension

base - émetteur

25 OC
4V

Tcase

oy

1,2 VBe (V)

FIGURE 4
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
on du "

h21E | BU 109 P Vce = 1.5V
80 o0 — =
SN
< \
60 <
g
/ # ™\, \
VT <™ \
/] / \
40 -
V1
pd
YV
20
LN
0
2 468 .2 468 2 468
102 107 o® Ic (A)
FIGURE 6
BASE EMITTER VOLTAGE VERSUS
COLLECTOR CURRENT
Tension base-émetteur en fonction du
courant collecteur
‘13)5 Tease = 25°C
VCE =4V
1,2 ¢
1.1
1 /
0,9 //
0,8 74
//
0,7 d
g ‘/,
//
0.6 2 468 2.468 2 4
10-2 10-1 100 Ic (A)



FIGURE 7
COLLECTOR-EMITTER AND BASE-EMITTER
SATURATION VOLTAGE VERSUS COLLECTOR
CURRENT
Tension de i
en fonction du
VCEsat [T - = 755C
VBEsat [ |

vy [—=5
I8

15 /

et base-

V gEs?

0,5 /|

0,1 VCEsat——3

468 12

2
10_2 Y0 468002 4 €

1 Ic (A)

FIGURE 9

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT

Fi de en fi du
courant collecteur .

fr
(MHz)

\
10
|
\\
Tcase = 25 °C N
f = 10MHz N
VCE = 10V .
8 C |

100 15 2 3 4 5678lc(A)

BU 104P-BU 109 P

FIGURE 8

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la

tension collecteur-base
C22b [ ~ ot o
(pF) f Tcase = 25°C
5
4
3
2
\
102
6
5
4
3
2
15
101
: 10! 156 2 3 4 56789
ves (V)
FIGURE 10

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Factaur de ré de la ique en
régime d’impulsions
K | -
1
LR
S80S T+
v
4 rl'
3
2 ..““f’/,
[+
s|°‘/"
41
101
8 Cd
7 2
6 ASS
5 .
a7 =K xRep
P Zth th
3ft R
2 = E 2 Ei _
5-1,,/1' "t
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> THOMSON-CSF BU 284

DIVISION SEMICONDUCTEURS

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING DARLINGTON
DARLINGTON NPN HAUTE TENSION DE COMMUTATION

ADVANCE INFORMATION
e N )
VCEO 200V
Monolithic darlington with VCEX 400V
integrated speed up diode and
damper diode, suited for TV IC sat S5A
applications :
- Horizontal deflection t 0.3 s
- Switchmode power supply
\_ Y,

Darlington monolithique avec
diode de déstockage et diode

damper intégrée adapté aux )
applications TV

— Balayage horizontal

- Alimentation a découpage
- Alimentation ballast

B
[
E
Case  10p3(CB244)
J Boitier
— N J
(" ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) o 255 )
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case =
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VCEO 200 v
Collector-base voltage Vv
Tension collecteur-base Vces 400
Emitter-base voltage \
Tension émetteur base VEBO 8
Collector current Ic 8
Courant collecteur IcCM 15 A
Base current | 2
Courant base B IBM 4 A
Power dissipation
Dissipation de puissance Pto‘ 20 w
Storage and junction temperature Tj 150
\ Température de jonction et de stockage , Tstg —65 +175 °C J
~
Junction case thermal resistance . W
Reésistance thermique jonction boitier : Rth(j-c) 1,39 °C/ '
N
50, e Jean-Pierre Timbaud -B.P 5 Janvier 1981 1/2
- ourbevoie Cedex FRANCE =
Tel. : (1) 788-50-01  Telex : 610560 '.‘ M{“SF .




BU 284

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

SYMBOL MIN. [ TYP. | MAX. UNIT TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L’ETAT BLOQUE

Ic=3A L=15mH
VCEO sus 200 Y

IB=0 Vclamp = VCEO sus
ICEX 100 | A VCE=400V —VBg=6V
lEBO 10| mA Vgg=8YV  Ic=0

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT CONDUCTEUR

VCE sat* 1,5 v Ic=5A IB=50mA
VBE sat* 2,2 Y Ic=5A Ig =50 mA
VF 2 A IF=4A

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION

On inductive load - Sur charge inductive

tf 0,3 us Voir figure
* Pulses Unless otherwise stated _
Impulsions p=300ps 1<2% o indications contraires | case ™ 25°C
DUT 130 uH ’
Vect1 +12v . — v

l' STy,

7.

, - Ajuster Vo 1 pour Ig eng = 50 mA - Adjust Ve for Ig eng = 50 mA
ESM 635 ~ AlusterVeca pouric eng =5 A - AdjustVego forlc eng=5 A
f =15625Hz (t=64 us) f —15625Hz (t=64us)
- Générateur 1 =20 us tp=20us
Amplitude 10 Volts Amplitude 10 Volts

2/2
500



/) THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS

BU 289

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING DARLINGTON
DARLINGTON NPN HAUTE TENSION DE COMMUTATION

Tel. : (1) 788-50-01 Telex : 610560

ADVANCE INFORMATION
( N 4 )
VCEO 150V
Monolithic darlington with VCEX 330V
integrated speed up diode and
damper diode, suited for TV IC sat 5A
applications : t 3us
- Horizontal deflection f .31
- Switchmode power supply
\— /
Darlington monolithique avec
diode de déstockage et diode
damper intégrée adapté aux w
applications TV
— Balayage horizontal
- Alimentation a découpage
- Alimentation ballast
B
C
E
Case TOP (CB 244)
Boitier
N Y J
(ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T P
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case = .
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VCEO 150 v
Coliector-base voltage
Tension collecteur-base VCES 330 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur base VEBO 8 v
Collector current Ic 8 A
Courant collecteur IcM 15
Base current | 2
Courant base B IBM 4 A
Power dissipation
Dissipation de puissance PtOt 20 w
Storage and junction temperature Tj 150
\_ Température de jonction et de stockage . Tstg | —65 +175 °c
Junction case thermal resistance Rth(i 1,39 °CIW
Résistance thermique jonction boftier th(j-c) ’
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P 5 Janvier 1981 1/2
F -92403 Courbevoie Cedex FRANCE '.\ THOMSON-CSF 501
COMPOSANTS



BU 289

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

SYMBOL MIN. | TYP. | MAX. UNIT TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L’ETAT BLOQUE

Ic=3A L=15mH
VCEO sus 150 \

IB=0 Vclamp = VCEO sus
ICEX 100 | uA VCE=330V —VBg=6V
IEBO 10 mA VEB=8V Ic=0

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT CONDUCTEUR

VCE sat* 1,5 v Ic=5A Ig =50 mA
VBE sat* 2,2 \' Ic=5A Ig =50 mA
VE 2 v I = 4A

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION

On inductive load - Sur charge inductive

ts 0,3 us Voir figure
* Pulses . Unless otherwise stated
Impulsions tp=300s 2<2% Sauf indications contraires  1case ™ 25°C
DUT 1 H
Vec1 +12v . 30K L AV
L
i 00000 L 000 chc R
0,1 uF
o
u 2uH
47 Q 4 2 2
, ~ Ajuster Vo1 pour Ig eng = 50 mA - AdjustVccq forlg eng = 50 mA
éSM 635 ~ AlusterVccz pouricend =5 A - AdjustVega foric eng=5 A
f =15625Hz (t= 64 us) f =15625Hz (t= 64 us)
- Générateur tp = 20 us tp=20us .
Amplitude 10 Volts Amplitude 10 Volts
2/2
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/> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS Bu 800
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE
< Formerly SESCOSEM number ESM 2808
Ancien numéro SESCOSEM ESM 2808
Transi with integrated d: diode i d for hori | VCES 1500 V
deflection of screen color television receivers:
VCEO 700 V
Transistor & diode damp égrée pour balayage hori; | des
téléviseurs couleur. ICsat 45A
icm 10A
¢ (4,5 A) typ 0,6 us
Dissipation derating \_ _J
Variation de dissipation
100 % ' - \
G ro3cB19)
Boitier
75
|
S0 |
1
2 !
1
1
0 1
50 100 150 Tcasel©C)
L _J . /
é ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) j
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
Collector-emitter voitage
Tension collecteur-émetteur Vces 1500 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 700 v
Collector current ic 5
Courant collecteur tp=10ms icm 10 A
Base current I 25
Courant base tp =10 ms ism 4 A
Power dissipation
Dissipation de puissance Tcase 25 °C Peot 125 w
Storage and junction temperature max Y 1ns oc
T de j et de k T“g -65+115
N __J
e A
J tho.rmul' N max Rehlj-c) 1.6 oc/w
q boitier
\ J
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 Janvier 1980 1/5

F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Té1 : (1) 788-50-01 Telex : 610560
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BU 800

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tease 25 9C

( Unless otherwise stated )

( Sauf indication contraires )

Test conditions

Conditions de mesure min| typ | max
Collector-emitter cut-off current VCce = 1500V | 7 mA
Courant résiduel collecteur-€émetteur RBg = O CES
Emitter-base cut-off current Ic = 0
300 A
Courant résiduel émetteur-base VER = 5V 'eBO m
g = 0
Collector-emitter voltage Ic = 100 mA m
700 Vv
Tension collecteur€émetteur L = 25mH VCEOsus o
Vcgcl.= 700V
Collector-emitter saturation voltage Ic = 45A v . 5 v
Tension de saturation collecteur-émetteur g = 2A CEsat
Base.emltter satura.tuon voltage Ic i 45 A VBEsat 15 v
Tension de saturation émetteur-base IB = 2A
Diode forward voltage
= - Vv 1,4 \
Tension directe de la diode e 45A F
SWITCHING TIMES ON INDUCTIVE LOAD
TEMPS DE COMMUTATION SUR CHARGE INDUCTIVE
Fall time . Icend = 45A
Fig. 1 ! t 0,6
Temps de décroissance ‘9! Igend = 1.8A f b
* Pulsed
Impulsions % = 300 us b < 2%

(1) Coltector-emitter voltage limited at VCE ¢|. = 700 V by an auxiliary clamping circuit.
(1) Limitation de la tension VCE ¢, = 700 V par systéme décrétage.
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BU 800

FIGURE 1

-

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

+val)
56 Q2
. 2,2 uF 6W 0,9 mH 27Q  +Vce
W (2)
100 uF
—O0
E 1000 * Transistor mounted on dissipator Rth(rad) <3 °C/W
-":F o BC 140 * Transistor monté sur radiateur Rth(rad) <3 0C/W
RBE : Integrated base-emitter resistance
RBE : Résistance base émetteur intégrée
A\
1) Ajust tp Igend 18A 1) Ajuster pour I gepg
2) Ajust to Igend ! 45A 2 ) Ajuster pour |Ceng
Lg +L¢" 10 uH Lg+Lft
Va ~24V Va
vee ~ 140V vee ’
ts ~ 10 us tg
C1 10 nF Cy

* LB + Lt is the total of the secondary leakage inductance Lt ( of the driver transformer ) and the series inductance ( Lg)
* Lg + Ly est la somme de I'inductance de fuite secondaire L¢ du transformateur driver et de I'inductance série (Lg ).

DRIVER TRANSFORMER

n2 TRANSFORMATEUR DRIVER
Magnetic circuit LCCB50GER 30 x 13x 8 O——<€TWWP—O|  Circuit magnétique
Primary winding n1 = 120 spires ; ¢ = 0,35 mm O—YITIWIP*——O|  Enroulement primaire
Secondary winding n2 = 25 spires ; ¢ = 0,8 mm ni Enroulement secondaire
Air gap 9=02mm Entrefer

3/5
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BU 800

FIGURE 2

WAVEFORMS DURING SWITCHING WHEN THE TRANSISTOR TURNS OFF
FORMES D'ONDE PENDANT LA COMMUTATION A L°OUVERTURE DU TRANSISTOR

1ch

t
Lt~
1) When the trace returns , the base emitter voltage must
stay negative.

1) Pendant le retour de la trace , la tension base - emetteu
doit rester négative.

"Cend
0,9 Icend
|
|
|
| 0,1 Icend
| ¥
>in:-< T
|
VCE\ |
|
|
|
|
|
’ Y
|
t
,B“ :4 s »:
I
1Bend I
T -
| |
| A
|
!
|
|
vee h I
|
——R I
1)
|
|
1
I
|

V(BR)EBO

4/5
638



BU 800

SAFE OPERATING AREA

~ AIRE DE SECURITE
T T T T
lc I |3 .|
(A), A A
6 A 1us
5
a \‘ ‘\
3 \\ A\
\\ \
2 N \-
\\
100 \\
8 N
7 \\
6
s N\
) \\
3 \\
2
\\
N
10-1
8
N\,
. N
5
4 N -
s \\
2 N
10-2 N
8
7
6
5
4
3[ Tcase <950C
DC operation
2 Régime continu
— — — _ Pulsed operation
Régime impulsionnel
10-3 Ll L1 11101
100 2 3 4 567811 2 3 4 5678102 2 3 4567
Vce (V)
5/5
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DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS SUPERSWITCH

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR
TRANSISTOR NPN HAUTE TENSION DE COMMUTATION

ADVANCE INFORMATION

4 ) (" )
SUPERSWITCH VeEOm 00V
VCEX 850 V
ICsat 5A
High voltage, high speed transistor suited for 1. (max) 0.4us
TV applications : {1000C)
* Switchmode power supplies
\_ J
r )
Transistor rapide haute tension adapté aux Cae o3
applications télévision : Boitier
* Alimentations 8 découpage
B
[+
E
. J y,
(ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
Collector-emitter voitage
Tension collecteur-émetteur Vceo 400 v
Collector-base voitage
Tension collecteur-base Vcso 850 v
Emitter-base voitage
Tension émetteur-base Veso 7 v
Collector current Ic 8 A
Courant collecteur 1p<6ms Icm 10
Base current i 2 A
Courant bese tp <5ms Y] 3
Power dissipation
Dissigation de pui Tease 26 °C Prot 120 w
Junction temperature _
Température de jonction Tj 65+175 oc
_ y
2 )
Py hermique jonction boitier max Renh(jc) 1,26 oc/w
\_ y,
Avril 1981 1/2
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 7\ THOMSON-CSF
Tél. : (1) 788-50-01 Telex : 610560 F COMPOSANTS



BU 926

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES **

SYMBOLS Mjn I Typ | Max ] UNITS TEST CONDITIONS — CONDITIONS DE MESURE
OFF CHARACTERISTICS — CARACTERISTIQUES A L'ETAT BLOQUE
VCEOsus 400 v Ic=100mA ,lg=0,L=26mH
0.5 Tcase = 25°C _
Icex 3 mA —T%m}"“ =-25V,VCcg=850V
‘eBO 1 mA VEg=7V,Ic=0

ON CHARACTERISTICS — CARACTERISTIQUES A L'ETAT CONDUCTEUR

15 Ic=5A,lg=1A
VCEsat" v

5 Ic=8A,l1g=2A
VBEsat" 1.6 v Ic=5A,lg=1A

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

| fr I I 6 I I MHz I f=1MHz, VCE =10V, Ic =0.2A

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION

On resistive load - Sur charge résistive

ton 1

Vee=250V,Ic=5A
) 32| us |°° ' 1°A
% 0.8 B1=-lg2=

On inductive load - Sur charge inductive

Vee=300V,Ic=5A,lg1=1A
% 04 us

} Tj=1000C
VB =—5V,Lg =3uH

* Measured with pulses tp =300 uss 5 2% ** Tcase 25 OC Unless otherwise stated
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